
Industrial Equipment 
プラズマアシスト用 プラズマソース / 電源

BS-800 Series
BS-920 Series
Plasma Sources and Power Supplies



Plasma

電子

⬅ガス

イオン（Ar、O2、N2、蒸着材料）

中性粒子（Ar、O2、N2、蒸着材料）

Substrate

　概要　

本装置は、真空室内に設置し高密度なプラズマを発生させるプラズマソースです。

真空蒸着と併用するイオンプレーティング（プラズマアシスト蒸着）法により、

光学薄膜や保護膜、機能膜などの膜特性を向上させる事が可能です。

大容量の空間へ高密度なプラズマを発生することができる為、大面積へハイレートでの成膜が可能です。

低温成膜や表面処理が可能なタイプ（BS-80020CPPS）と、より高出力で大面積成膜が可能なタイプ

（BS-80011BPG）の2タイプをご用意しております。

BS-80011BPGBS-80020CPPS

正面扉への設置例 床面への設置例

　使用例　

● イオンプレーティング
	 ・	蒸発粒子を励起・イオン化し、活性化した
	 		粒子を基板へ加速させ薄膜を形成
	 ・	プラズマによる反応性蒸着

● クリーニング
	 基板やフィルム表面の油脂やダストの除去

● 表面改質
	 基材表面の酸化・窒化・活性化処理

　効果　

● 膜密度、屈折率の向上
● 耐環境性の向上
● 波長シフトの低減
● 低吸収膜（酸化促進）
● 密着性の向上
● 表面平滑性の向上
● 膜応力の制御

　原理　

フィラメントからの熱電子放出を利用した直流放電によりプラズマソース内
部でアルゴンプラズマを生成し、その生成されたプラズマ中の電子を引出電
極が作る電界で加速させて真空室内の空間へ低電圧大電流の電子ビームを照
射します。照射された電子ビームは、真空室内のガス分子や蒸発粒子を励起・
イオン化し、真空室内全体に高密度（1010/cm3以上）なプラズマを生成します。

真空室内への設置例
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BS-80020CPPS
プラズマソース

BS-92040CPPC
プラズマソース制御電源
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仕様

型式 BS-80020CPPS

最大放電出力 3.2 kW （160 V、20 A）

最大アシスト出力 2.0 kW （200 V、10 A）

動作圧力（Pa） 8 ×10-3 ～ 8 ×10-2 （Ar、O2、 N2雰囲気）

放電ガス（Ar） 8 ～ 20 mL/min

冷却水流量 5 ～ 8 L/min

外形寸法（mm） 270（W） × 225（D） × 324（H）※

質量 約 21 kg

型式 BS-92040CPPC

最大出力

フィラメント	：26 V、50 A
放電	 ：160 V、20 A
コイル	 ：30 V、20 A
アシスト	 ：200 V、10 A

入力電源 3相 200 V ±10%　12 kVA
50/60 Hz　D種接地

外部制御 アナログ

外形寸法（mm） 570（W） × 800（D） × 1,550（H）

質量 約 270 kg※突起部を除く

概念図 外形図

低温成膜 表面処理

低温成膜用プラズマソース
BS-80020CPPS
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Substrate : B270

基板（未処理）
Ra	=1.51	nm

プラズマ処理	(3	min)
Ra	=1.12	nm

★平滑・膜密着性良

両面処理

片面処理

未処理

イオンプレーティング法による優れた光学分光特性を得られ
るだけでなく、イオンプレーティング法で起こりやすい基板
の過度な温度上昇を抑制できます。低温成膜が可能です。

TiO2/MgF2/SiO2　7層　反射防止膜
基板温度上昇	20℃	→	63℃
（成膜前にプラズマ処理10分実施）

照射時間などのプロセス条件を変えることで表面状態を
制御できます。

● 膜の密着性向上
	 基板表面のクリーニング、改質等により膜の密着性が向上します。

● 反射防止構造の生成
	 表面にモスアイ構造を形成することで反射率を低減可能です。

モスアイ構造
透過率比較

　応用例　

TiO2薄膜屈折率例

表面処理

光学薄膜成膜例

測定：JEOL走査型プローブ顕微鏡 JSPMシリーズ　基板：PMMA( ハードコート付 )

・基板温度：	40℃	→ 70℃　・成膜圧力：	1.6 × 10-2	Pa　・成膜レート：	0.5	nm/s　・膜厚：	500	nm

基板加熱無しでも高い屈折率と良好な分布を実現します。

− Plot1 :	BS-80020CPPS（出力1.3	kW、アシスト電圧130	V）
− Plot2 :	BS-80011BPG（出力1.3	kW）
− Plot3 :	真空蒸着

屈折率波長分散 各基板ドーム位置における屈折率比較

100 nm

100 nm

表面

断面

基板：PMMA（ハードコート無し）
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イオン電荷蓄積による
アーキングの発生

アシスト出力のON/
OFF繰り返しによる
イオン電荷中和

アシスト電圧をパルス化することでアーキングを抑止します。
絶縁性の高い蒸着材料の場合でも出力を高め、優れたアシスト
効果を得ることが可能です。

※パルスユニットは BS-92040CPPC 電源本体の操作ユニットと入れ替えて格納され
ます。操作ユニットは別置きになります。

BS-80020CPPSのARE効果（活性化反応蒸着）

DC PulseBS-92040CPPC ＋

パルスユニット（オプション）

蒸着材料：ITOペレット（Snドープ量5	wt%）

プロセスガス・蒸着材料のイオン化により効果的な反応性蒸着が可能です。

酸化物では屈折率向上や酸化促進による吸収低減、透明導電膜では導電性の向上に効果が期待できます。

仕様

出力電圧 最大DC 200 V

出力電流 20 Ap-p(パルス出力)またはDC 20 A

パルス周波数 50 ～ 270 kHz

入力電源 BS-92040CPPCの電源入力ラインから分岐入力※

外形寸法（mm） 480（W） × 330（D） × 149（H）

質量 約 30 kg

基板温度 250℃

シート抵抗（抵抗率） 16 Ω/口 （1.7 ×10-4 Ω・cm）

膜厚 110 nm

全光線透過率 > 85％

吸収率 1.1％

成膜レート 1.5 nm/s

基板材質 B270
（Total light transmittance : 91.7%）

ITO成膜結果例ITO成膜中のプラズマソースおよびルツボ上の放電

DC DC Pulse

概念図

Pulse Unit Assist	P.S.Impedance
control

Filament	P.S.

Filament

Discharge	
P.S.

Coil

Electrode

electron	beam

Chamber	
Ar
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高出力 大面積

BS-80011BPG
プラズマソース

単位：mm

仕様

型式 BS-80011BPG

最大放電出力 6 kW （160 V、38 A）

動作圧力（Pa） 1 ×10-2 ～ 1 ×10-1 （Ar、O2、N2雰囲気）

放電ガス Ar : 8 ～ 20 mL/min

冷却水流量 7 ～ 10 L/min

外形寸法（mm） 273（W） × 233（D） × 388（H）※

質量 約 23 kg

型式 BS-92020

最大出力
フィラメント	：26 V、50 A
放電	 ：160 V、38 A
コイル	 ：30 V、20 A

入力電源 3相 200 V ±10%　12 kVA　
50/60 Hz　D種接地

外部制御 アナログ

外形寸法（mm） 570（W） × 800（D） × 1,550（H）

質量 約 270 kg※突起部を除く

概念図 外形図

高出力プラズマソース
BS-80011BPG

BS-92020
プラズマソース制御電源
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TiO2/SiO2光学薄膜を1,300 mm径の真空蒸着装置内で
BS-80011BPGを使用して成膜。

Fig.A	環境テストを施した後の、T=50%での波長シフト

Fig.B	TiO2/SiO2多層膜の断面SEM像
	 (a)	従来の真空蒸着法の場合
	 (b)	BS-80011BPGを使用したイオンプレーティング法の場合

−：成膜後 24 時間
−：300℃加熱 10 分
−：煮沸 6 時間

＜ 1 nm

プラズマソース2台を同時併用した大面積成膜も実績が
ございます。

（例）	・2,000	mm以上の大容積チャンバーでのプラズマ密度UP

	 ・インライン装置でのプラズマ密度分布均一化

2台併用

Fig.B

Fig.A

(a) (b)
1 μm

BS-80011BPG × 2

φ 2,500 mm

画像提供元：
Tecport	Optics,	Inc

　応用例　

TiO2/SiO2 光学薄膜　
波長シフトや膜の緻密性が真空蒸着膜よりも大きく改善されます。
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No. 5101G841C (Kp)

日本電子株式会社　産業機器営業部
東京事務所：03-6262-3570　E-mail：sales-ieg@jeol.co.jp

お問い合わせ先

※ 外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。


